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[はじめに] 低密度の InAs/GaAs 自己形成量子ドット(QDs)は半導体共振器量子電気力学(CQED)の

研究に有用である。その際狭線幅かつ明るい単一量子ドット発光の実現が求められる。前回我々

は部分キャップ温度が発光密度と線幅に大きな影響を与えることを報告した[1]。さらに、部分キ

ャップの厚さも発光特性に大きな影響を与えると考えられる。今回、部分キャップ厚さの精密な

制御によりバックグラウンド発光を低減させることに成功したので報告する。 

[実験] GaAs(001)基板上に低密度 InAs QDsをMBEにより As2を用いて成長した。QD成長後に厚

さ 2.7~3.2 nmの GaAs部分キャップを 465 °Cで行い、475 °C付近まで上げ Inフラッシュを行った

たのちに GaAsキャップ層の成長を開始し、500 °C程度で 52~62 nm成長した。作製した試料は 15 

Kでの顕微 PL測定により光学評価を行った。  

[結果] 図 1に部分キャップ厚さ 2.7~3.2 nmに対する 15 Kでの波長 900~1000 nmの顕微 PLスペク

トルを示す。部分キャップ厚さのわずかな増加で巨大 QDsからのブロードな発光が大きく長波化

し、目的の QD発光波長 940 nm付近に対するバックグラウンド発光が減少した。一方、さらに部

分キャップを厚くした場合は 900 nm付近の不要な小 QDsからの発光が増加した。したがって部

分キャップ厚さを精密に制御することによりバックグラウンド発光を低減させられたといえる。

得られた部分キャップ厚さの最適値 3.2 nmに対し QD成長条件の最適化を行ったところ、PL偏光

特性などから狭線幅の中性励起子発光を確認し(図 2)、CQED研究に有用であることを確認した。 
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Fig.1 Partial capping thickness dependence of 

micro-PL spectra (15K). Arrows indicate the peaks of 

broad emissions from large QDs. 

Fig.2 Polarized micro-PL spectra of SQDs (15K). 

Partial capping thickness is 3.2 nm. 
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